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1 はじめに 

近年、エネルギーの有効利用への取り組みが

進んでおり, 高効率で制御可能な SiCパワー半

導体の役割は重要になる.
1)

 本研究では TCAD

を用いた教育システムによる, SiC パワー半導

体の技術開発の理解を目的とした.  

2 TCAD(Technology CAD) 

TCAD とは, プロセス, デバイス, 回路シミ

ュレーターを統合したものであり, 開発した

いデバイス構造とその作成条件の最適化を行

うことができる. パラメータを用いて, デバイ

ス構造を作成し, 電気的特性等のシミュレー

ションを行うことができる. 
2) 

3  SiC-MOSFETへの適用例 

SiC-MOSFET のデバイスシミュレーション

を行った. ゲート電圧 30[V]の場合, ドレイン

電圧 30[V]において 220[A]の電流が観察できた

(Fig.1参照). また, 閾値電圧を 0[V]とした場合

に 降 伏 電 圧 は 1880[V] の 値 と な っ た

(Fig.2)

 

Fig.1.Electrical Characteristic of SiC Power MOSFET 

  

 

Fig.2. characteristics of Breakdown voltage in SiC 

Power MOSFET 

4 まとめ 

     TCAD によるデバイスの作製からシミュレ

ーション, 特性評価を行った. これにより, SiC

パワー半導体の初歩的な構造や特性の理解を

行うことができた. 
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